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首先，利用智能化方法提高选择性和准确性。针对传感器相关及冗余信息，利用支持向量机方法改善传感器选择性，提高测量准确度。
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这里就是我们拟采用的制备微结构传感器的技术路线。
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我们合作的外方是白俄罗斯光学、光电子和激光技术中心，白方具有40多年陶瓷MEMS加工经验，可以制备出耐高温性、超薄性的韧性薄膜，这种膜能达到0.02mm。而整个三明治结构厚度只有0.05mm，而传统三氧化二铝是利用陶瓷粉末压制而成的，膜厚最薄也只能达到0.2mm，他为前苏联的载人航天、卫星探测和重要的工业部门提供配套的传感器，其在原位生长Al2O3陶瓷MEMS技术上国际领先，穆夫洛夫是这个传感器研究室的主任。


switch

control



主持人笔记
演示文稿备注
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